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ハーフメタリックSr2FeMoO6薄膜
の低温エピタキシャル成長と磁性

水谷素一 (五味研究室)

[緒言] スピン依存トンネルデバイスの磁性電極としてハーフメタリックな性質を持つ酸化物は
強磁性金属を越える性能を示す材料として注目されている。その一つとして強磁性規則型ペロ
ブスカイト酸化物 Sr2FeMoO6(SFMO)があり、最近、バルク焼結体およびエピタキシャル薄膜
で室温において大きな磁気抵抗効果を示すことが報告された 1)。この材料の薄膜成長条件は極
めて狭く基板温度 800 ℃ 付近の高温でのみ成長可能であると報告されている 2)。しかし、高
い成長温度では薄い絶縁層の界面での拡散やプロセス上の問題が生じることから、より低温で
の結晶成長が強く望まれている。そこで本研究ではこの材料を用いた接合形成の基礎として、
パルスレーザー堆積 (PLD) を用いたより低温での成長を試みるとともに、成膜条件の変化に
対する膜の特性の変化について調べた。
[実験方法] 薄膜は PLD法により様々な成長条件下で (001)SrTiO3 基板上に成長させた。ター
ゲットには SFMOセラミックスを用いた。膜の評価は組成比はXPS、結晶性および配向性は
XRDおよびRHEED、磁化は SQUIDを用いて行った。
[結果と考察] 図 1は基板温度 600℃、酸素圧 5� 10�6Torr で成長させた薄膜のX線回折スペク
トルである。ペロブスカイトの (004)に対応するピークが観測された。図 2はその薄膜の h100i

入射でのRHEED像である。像はスポット状であり、膜の平滑性はあまり良くないが、方位に
より像が異なることから、従来の報告では成長しないとされている 600 ℃ でもエピタキシャ
ル成長していることがわかった。図 3 は 5Kにおける膜の飽和磁化 (Ms)の成長温度依存性を示
す。膜のMsは成長温度の増加とともに急激に増大する傾向を示した。しかし、Msの値は理論
値の 4�B=f:u:や焼結体に対する実測値の 3:18�B=f:u:よりかなり小さい。これは酸素欠損やB

サイトのFe3+とMo5+ の disorderおよび組成比のずれなどが原因であると考えられる。 また、
750℃で成長した膜は磁気抵抗が温度の低下とともに負から正に変わる特異な現象を示した。

図 1: X-ray di�raction diagram of

a Sr2FeMoO6 �lm grown at 600 ℃.

図 2: RHEED image of a

Sr2FeMoO6 �lm grown at 600 ℃.

図 3: Saturation magnetization of

Sr2FeMoO6 �lms measured at 5K.
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